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※概要（Summary）： 

部品表面に付着した微粒子を静電気力で除去する

技術の開発を実施している。Si基板上に付着させたガ

ラス球で試験しているが、その試験片を、ナノテクノ

ロジープラットフォームのエッチング装置により作

製した。作製したサンプルは 1μmサイズのガラス球

除去試験に使用する予定である。40μm以上の微粒子

に対しては、除去実験の結果、微粒子を付着させるフ

ィルムを交換しながら高電圧を繰返し印加すること

で除去率が向上することがわかっており、今後はより

微細な微粒子に適用する。 

 

※実験（Experimental）： 

微粒子除去の判定は光学顕微鏡を用いて微粒子を

計数する。そこで Si 基板に測定領域を定義するため

のパターン形成を行った。まず、電子線描画装置によ

りマスクを作製した後、マスクアライナーで露光を行

うことで、レジストパターンを形成した。その後、ポ

ストベークを行い、フッ酸と硝酸の混合液で約 1μm

の深さのエッチングを行い、パターンを形成した。こ

のとき、走査型顕微鏡により、ウェットエッチング後

のパターン形状を確認した。 

使用機器とその用途 

【電子線描画装置(30kV)】 

・マスク作製 

【マスクアライナー】 

・レジストパターンの形成（ポジ型フォトレジス

ト:S1818G） 

 

 

 

 

【ウェットエッチング】  

・ウェットエッチング前に、ポストベークを行っ

た（レジストをベーク） 

・フッ酸と硝酸の混合液で 1μm 深さのエッチン

グを行った。 

【走査型電子顕微鏡】 

・ウェットエッチング後の断面形状観察に使用。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

Si 基板上の微粒子測定領域（φ0.5mm）を 500 倍

の光学顕微鏡で観察した結果、傷や付着物は観察され

ず平坦な面が得られていることが確認できた。 

 

※その他・特記事項（Others）： 

今後、試作した Si試験片を用いて、1μmレベルの

微粒子除去試験を実施し、その除去特性を明らかにす

る。 
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